
В данной работе предложена новая теоретическая концепция электрически
управляемого одноэлектронного спинового фильтра (поляризатора),
базирующегося на системе взаимодействующих квантовых точек или примесных
атомов, при наличии сильного кулоновского и обменного взаимодействия.

Теоретический анализ специфики электронного транспорта в исследуемой
системе выполнен с использованием подхода, основанного на кинетических
уравнениях для чисел заполнения и их корреляционных функций. Проведено
численное моделирование спин-поляризованных токов и спиновой поляризации
для различных соотношений параметров системы (констант туннельной связи,
величин обменного и кулоновского взаимодействий).
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Схема системы

Выводы
Спиновую поляризацию туннельного тока через исследуемую систему можно
эффективно контролировать двумя методами: 1) за счет изменения величины
напряжения, приложенного к туннельному контакту, и 2) за счет варьирования
туннельной связи между квантовыми точками с помощью внешнего затвора, что
позволяет использовать данную систему в качестве спинового фильтра.
Обменное взаимодействие расщепляет один из уровней на два спиновых
подуровня. В зависимости от параметров системы энергетическая разница
между подуровнями спина-вверх и спина-вниз может инвертироваться, что
позволяет менять знак поляризации тока, проходящего через систему.

Обозначения
- энергия Ферми

- напряжение смещения

- одноэлектронные уровни 
энергии квантовых точек

- амплитуда туннелирования

-
константы кулоновского 
отталкивания на уровнях 
энергий

-
амплитуды туннелирования между 
системой КТ и берегами туннельного 
контакта

- константа обменного взаимодействия

Зеленый контакт позволяет изменять 
«T» путем подачи напряжения
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Спиновые токи и поляризация
Часть 1

Спиновые токи и поляризация
Часть 2

Уравнения движения

Ĥ = Ĥ0 + Ĥtun + Ĥint
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Dynamic spin injection into a quantum well coupled to a 
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Модель системы
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